4 Extraction des Paraméires h

Pour extraire les pararnétres des défauts:

= Position energetique E par rapport a E V#V.=0V
p

pour un semi-conducteur de type N ou par

rapport a E,, pour un semi-conducteur de type P;

X Section efficace de capture des électrons ou des

trous O, ou O'P;
= Concentration ou densité de défauts Nj.

On doit analyser le signal transitoire de I’étape @ de

la figure ci-contre.

Pour cette raison, on a besoin de deux courbes:

/
7 Evolution de la capamté transitoire en fonction du

temps et de la temperature;

g Changement de la capacite transitoire entre deux
temps t, et t, : C(tz)-C(tI) en fonction de la
temperature (Fenétre de temps donnee-Méthode de BOXCAR)..
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La premiere courbe, montre I’¢volution de la capacite transitoire

en fonction du temps et de la température . On voit que:

1¥A haute température (T,),
I’émission de I’électron piégé se produit en un temps
tres inféerieur a t , et aucune variation de Capacité

entre les temps t, et tzn’est donc observee.

A basse température ( Tb)_,
le niveau de piége eémet 1’ électron piégé en un temps
tres long par rapport a t,. Aucune variation de capacité

entre les temps t, et t, n’est donc observeée.

& Entre la haute tempe’rature { T,) et la basse tem_pérature

(T),
on constate qu’il y a une variation de capacité entre les temps t,
ct t2 .

Capacité transitoire (pF)

S

t, t, lemps(s)

/
Evolution de la capacité transitoire en fonction

du temps et de la température
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La deuxieme courbe, montre le changement de C(t,)-C(t,) T

T(K)

en fonction de la température.

On observe que la difference de capacité C( tz)-C( t 1)
passe par un maximum quand I’inverse du taux
d’émission e, est comparable a ( t,-t, )

(lorsque la température T=T) I, (tl’ tZ)

La température T, qui correspond a ce maximum dépend de:
¢ niveau de picge;
& fenctre (t, t,) choisie.

C(ty) - C(t,)

Changement de la capacité entre les temps

t,ett, en fonctzon de la temperature
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En effet, on obtient:

&= pour une fenétre (t,; t,) fixe,
7 . . !/ o/ . .
une serie de pics chacun étant relié au minimum

a un niveau de picge;

=] . / Ve
"o pour un pic donneé, une série de courbes

de méme maximum OC chacun étant relié a une

max?

fenétre (t,, t,) donnée.

En utilisant ces courbes , on peut extraire les proprictes

(signature) de chaque niveau de picge.
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Formules utilisées et Pas a Swivie
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Equipements Nécessaires — DLTS -

Echantillon ( jonction p-n, diode Schottky)

y—

Y Capacimetre

Y Générateur de fonction
e
T'Oscilloscope -

—

Y Cryostat +Contrdleur de température (77K-600K)

Y Azote liquide




Montage Expérimentale — DLTS -

Computer with LabVIEW

AN

Digital Scope
(Tektronix) \ |_.‘ | | -
Capacitance meter [ ] \
(Boonton) 222
ooQa

Temp Controller

Pulse Generator

Cryostat with sample




Avan(ages ef laconverients

Avan tages:

& Technique tres sensible;

© Permet de déterminer I’énergie d’activation, la section efficace de capture ainsi que la

densité des deéfauts;

© Peut détecter les pieges a électron et a trou (porteurs majoritaires et minoritaires).

Inconvénients:

% Deétecte seulement les defauts introduisant des niveaux ¢lectriquement actifs;
% Ne permet pas de determiner la structure du defaut;

% Précision et résolution des niveaux d'énergie est faible.




